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はじめに 
	 希土類層状オキシプニクタイド(LaO)ZnPは、ブロッキン層の LaO層と伝導層の ZnPn層が結晶の c軸方
向に交互積層した層状物質で、酸素は４つの La原子に、Znは４つの Pn原子に四面体的に囲まれた構造を
有している。Znの 3d軌道は 10個の 3d電子によって全て占められており、このため、この物質は磁性をも
たない。 
	 今回、我々は、Znを欠損させることでホールを導
入し、磁気モーメントの誘起を試みた。Znを欠損さ
せると、Pn原子の p軌道に不対電子が生じるか（c）、
Znの 3d軌道に不対電子が生じる（d）と期待され、
もし、うまく Znに不対電子が生じるなら、これがも
とで磁気モーメントが生じる期待される。逆に、(c)の
場合だと、価電子帯を構成する p軌道に不対電子が導
入されるので、キャリアの導入により電気抵抗が減少

すると考えらえる。 
実験方法 
	 試料は全て多結晶体であり、固相反応法を用いて作

成した。試料の磁化は MPMSを用い、電気抵抗は
PPMSを用いて測定した。 
実験結果 
	 Fig. 2に今回の試みの一例とし
て、プニコゲンに Pを選択した場
合である(LaO)Zn1-xPの電気抵抗の
温度依存性（a）と室温での磁化
の磁場依存性（M-H）（b）を示
す。電気抵抗は Zn欠損導入によ
り著しく低下するが、温度依存性

は全ての試料で半導体的なままで

ある。一方、M-Hカーブには、
x=0.3で小さなヒステリシスが観
測され、強磁性が観測れた。 
	 発表当日には、Pn=As, Sbの結
果も紹介するとともに、室温で観

測される弱い強磁性の起源に 
ついて議論する。 
 
 
 

 
Fig. 1  Conceptual diagram of hole doping 

 
Fig. 2  Temperature dependence of electrical resistivity (a) and magnetic 
field dependence of magnetization at room temperature (b) 
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